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分子軌道の 2 次元的な重なりを効率的に行うことができる herringbone、pitched スタック、2

次元πスタックなどの構造は、高移動度の有機電界効果トランジスタ（OFET）に有望であると考

えられている。我々はこれまでに benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene のチオフェン環の位をメチルチオ

化すると，結晶構造が親化合物の herringbone 型からルブレンと同様な pitched スタック構造に選

択的に変化することを発見した。同様に benzo[1,2-b:4,5-b’]diselenophene や naphtho-/anthra-[2,3-

b:6,7-b’]dithiophene を例にとっても、位のメチルチオ化が再現性良く pitched スタック型への構

造変化を誘発することが確認され、高性能な OFET が得られた。[1] 

我々は本研究で、既知化合物でありながら結晶構造

の報告が無かった 1,3,6,8-tetrakis(methylthio)pyrene（MT-

pyrene）[2]が、親ピレンの二量体 herringbone 構造とは対

照的に、新しいタイプの二次元πスタック構造に結晶化

することを発見した。この構造変化においてメチルチオ

基は重要な役割を果たし、親ピレン構造における面と

分子の端にある水素原子との間の CH-分子間相互作用

を妨害して面と面とのスタッキングを実現している。

物理気相輸送法を用いて作製した MT-pyrene 単結晶の

OFET は、大気下で低電圧駆動(ドレインおよびゲート電

圧-5V)において理想的な特性と極めて高い移動度(平均 32 cm2 V-1 s-1)を示した(図 1)。さらに MT-

pyrene 単結晶 OFET では、バンド伝導と非常に低いトラップ密度が実験的に確認され、MT-pyrene

が単結晶 OFET に適した半導体材料であることが明かされた。[3] 
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図 1. MT-pyrene 単結晶 OFETの伝達特性。

挿絵はデバイス写真と MT-pyrene の結晶

構造イメージ。 
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